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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板処理チャンバであって、
　(a)側壁および天井と、
　(b)基板を処理するために前記チャンバの中にプロセスガスを供給するように適合され
た第１のガス分配器と、
　(c)(i)　遠隔的に付勢された洗浄ガスを受け入れるように適合された吸気口と,
　　 (ii) 管状ポストと管状ポストから延びるバッフルであって、チャンバ表面を洗浄す
るためにチャンバの側壁及び天井の１つ又は複数の表面を優先的に、遠隔的に付勢された
洗浄ガスを導くように適合された１つ又は複数個の排気口を画成する管状ポストと管状ポ
ストから延びるバッフルと、
　　 (iii)前記チャンバから１つ又は複数の前記プロセスガスと洗浄ガスを排出するため
の排気管と、を有する第２のガス分配器と、
を有することを特徴とする基板処理チャンバ。
【請求項２】
　前記第２のガス分配器の排気口は、前記第１のガス分配器の排気口の周囲にある請求項
１記載のチャンバ。
【請求項３】
　前記第２のガス分配器は、チャンバ構成要素の表面の全体に亘って、遠隔的に付勢され
た洗浄ガスを導くように適合された請求項１記載のチャンバ。
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【請求項４】
　前記第２のガス分配器は、前記遠隔的に付勢された洗浄ガスを前記チャンバ構成要素の
表面を横切って拡散させるように適合された請求項３記載のチャンバ。
【請求項５】
　前記チャンバ構成要素の表面が基板に対向するように適合された請求項３記載のチャン
バ。
【請求項６】
　前記チャンバ構成要素の表面での基板の処理の間に、前記表面が、少なくとも摂氏２０
０度の温度に加熱される請求項３記載のチャンバ。
【請求項７】
　前記バッフルは、隆起部の間に１つまたは複数のガス排気口を有する請求項１記載のチ
ャンバ。
【請求項８】
　前記遠隔的に付勢された洗浄ガスを前記チャンバに導入する前に、前記洗浄ガスを付勢
するように適合されたガス・エナジャイザを有する遠隔チャンバをさらに有する請求項１
記載のチャンバ。
【請求項９】
　前記遠隔チャンバは、５０センチメートル未満の距離だけプロセスゾーンの上流にある
請求項８記載のチャンバ。
【請求項１０】
　前記排気管は排気経路を有し、前記第２のガス分配器は前記排気経路から離れた１つま
たは複数のガス排気口を有する請求項１記載のチャンバ。
【請求項１１】
　前記ガス排気口は、前記排気経路から少なくとも１０センチメートル離れている請求項
１０記載のチャンバ。
【請求項１２】
　前記第１のガス分配器は、基板支持体の周囲に１つまたは複数のガス排気口を有する請
求項１記載のチャンバ。
【請求項１３】
　基板を支持することが可能な基板支持体と、１つ又は複数のプロセスガスおよび洗浄ガ
スを付勢するためのガス・エネジャイザとをさらに有する請求項１記載の基板処理チャン
バ。
【請求項１４】
　側壁および天井を有する基板処理チャンバであって、
　基板を処理するために前記チャンバの中にプロセスガスを供給するための第１のガス分
配手段と、
　管状ポストと管状ポストから延びるバッフルがチャンバ表面を洗浄するためにチャンバ
の側壁及び天井の１つ又は複数の表面を優先的に、遠隔的に付勢された洗浄ガスを導くよ
うに適合された１つ又は複数個の排気口を画成する、管状ポストと管状ポストから延びる
バッフルを有する第２のガス分配手段と、
　前記チャンバから１つ又は複数の前記プロセスガスおよび洗浄ガスを排気するための排
気管と、
を有する基板処理チャンバ。
【請求項１５】
　前記第２のガス分配手段は、前記第１のガス分配手段の排気口の周囲に排気口を有する
請求項１４記載のチャンバ。
【請求項１６】
　前記第２のガス分配手段は、前記表面の全体に亘って、前記洗浄ガスの流れを拡散させ
るように適合された請求項１４記載のチャンバ。
【請求項１７】
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　前記第２のガス分配手段は、前記チャンバ内のプロセスゾーンの上流にある遠隔チャン
バと、前記遠隔チャンバ内の前記洗浄ガスを付勢するためのガス・エナジャイザとを有す
る請求項１４記載のチャンバ。
【請求項１８】
　前記排気管は排気経路を有し、前記第２のガス分配手段は前記排気経路から離れた位置
で前記洗浄ガスを供給する請求項１４記載のチャンバ。
【請求項１９】
　基板を支持することが可能な基板支持体と、１つ又は複数のプロセスガスおよび洗浄ガ
スを付勢するためのガス・エネジャイザとをさらに有する請求項１４記載の基板処理チャ
ンバ。
【請求項２０】
　基板の上に材料を堆積することが可能な装置であって、
　堆積チャンバであって、側壁、天井、基板を支持するための支持体、前記堆積チャンバ
に堆積ガスを供給するための第１のガス分配器、前記基板の上に材料を堆積するために前
記堆積ガスからプラズマを形成するためのプラズマジェネレータ、および前記堆積チャン
バからの堆積ガスを排出するための排気管を有する堆積チャンバと、
　洗浄ガスを付勢するように適合された遠隔チャンバと、
　前記堆積チャンバの中の１つ又は複数の側壁および天井の表面を横切って優先的に、付
勢された洗浄ガスの流れを導くように適合された、管状ポストと管状ポストから延びるバ
ッフルが１つ又は複数個の排気口を画成する、管状ポストと管状ポストから延びるバッフ
ルを有する第２のガス分配手段であって、前記堆積チャンバに前記遠隔チャンバを接続す
る第２のガス分配器と、
を有する、装置。
【請求項２１】
　前記第２のガス分配器は、前記第１のガス分配器の排気口の周囲に排気口を有する請求
項２０記載の装置。
【請求項２２】
　前記第２のガス分配器は、前記洗浄ガスの流れを前記表面の全体に亘って拡散させるよ
うに適合された請求項２０記載の装置。
【請求項２３】
　前記第２のガス分配器は、バッフルを有する請求項２０記載の装置。
【請求項２４】
　前記洗浄ガスの流れを前記バッフルにより導くことが可能なように、前記第２のガス分
配器は、前記チャンバの中に洗浄ガスを供給するために配置された１つまたは複数のガス
排気口を有する請求項２３記載の装置。
【請求項２５】
　前記バッフルは、複数の隆起部を有する請求項２３記載の装置。
【請求項２６】
　前記バッフルは、前記隆起部の間に１つまたは複数のガス排気口を有する請求項２５記
載の装置。
【請求項２７】
　前記表面は、少なくとも部分的に前記支持体に対向している請求項２０記載の装置。
【請求項２８】
　前記チャンバ内での基板の処理の間に、前記表面が少なくとも摂氏２００度の温度に加
熱される請求項２０記載の装置。
【請求項２９】
　前記排気管は排気経路を有し、前記第２のガス分配器は前記排気経路から離れた第２の
ガス排気口を有する請求項２０記載の装置。
【請求項３０】
　前記遠隔チャンバは、前記洗浄ガスを付勢するためのガス・エナジャイザを有する請求
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項２０記載の装置。
【請求項３１】
　基板処理チャンバ内にガスを分配することができるガス分配器であって、（i）遠隔的
に付勢された洗浄ガスを受け入れるように適合された吸気口と、（ii）管状ポストと管状
ポストから延びるバッフルであって、表面を洗浄するために前記チャンバの中の１つ又は
複数の側壁および天井の表面を横切って優先的に、前記遠隔的に付勢された洗浄ガスを導
くように適合された１つまたは複数のガス排気口を画成する管状ポストと管状ポストから
延びるバッフルとを有するガス分配器。
【請求項３２】
　前記１つまたは複数の排気口は、前記遠隔的に付勢された洗浄ガスの流れが前記バッフ
ルにより導かれることが可能なように、前記チャンバの中に遠隔的に付勢された洗浄ガス
を供給するように配置されている請求項３１記載のガス分配器。
【請求項３３】
　前記バッフルは、複数の隆起部を有する請求項３２記載のガス分配器。
【請求項３４】
　前記バッフルは、前記隆起部の間に１つまたは複数のガス排気口を有する請求項３３記
載のガス分配器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【背景】
本発明は、基板プロセス・チャンバ内のガスの流れを導くことに関する。
【０００２】
たとえば、多結晶シリコン、二酸化珪素のような、能動および受動電子デバイス、半導体
、誘電体および導体材料の製作において、アルミニウムあるいはタングステン・ケイ化物
が、たとえば、化学気相堆積（ＣＶＤ）、物理気相堆積（ＰＶＤ）、酸化および窒化プロ
セスによって、基板の上に形成される。ＣＶＤプロセスにおいては、基板上に材料を堆積
するために、反応性ガスが使用され、ＰＶＤプロセスでは、基板上に材料を堆積するため
に、ターゲットがスパッターされる。酸化および窒化プロセスにおいて、適切な気体の環
境に基板を露出することにより、酸化物あるいは窒化物材料、たとえば、それぞれ二酸化
珪素あるいはシリコン窒化物が、基板上に形成される。後続のプロセスにおいて、ホトレ
ジストのパターンを形成されたマスクあるいはハードマスクが、光露出技術の方法により
基板上に形成され、ゲート、バイア、コンタクト・ホールあるいは素子間配線のパターン
を形成するために、基板の露出された部分は、付勢されたガスによってエッチングされる
。
【０００３】
このようなプロセスにおいては、チャンバ内の壁および他の構成要素の表面に、プロセス
残留物が堆積する恐れがある。プロセス残留物の組成は、プロセスガス、堆積あるいはエ
ッチングされる材料の組成、および基板上の材料の組成に依存する可能性がある。基板の
汚染を減少あるいは防止するために、これらの残留物は、チャンバの表面から定期的に除
去される必要がある。チャンバは、チャンバを運転停止しオペレータが酸あるいは溶剤を
使用してチャンバ壁を擦って洗う、湿式洗浄プロセスによって洗浄することもできる。し
かし、湿式洗浄プロセスの間に生じるチャンバの停止時間は望ましくない。さらに、湿式
洗浄プロセスは手作業で実行されるので、湿式洗浄プロセスはセッションごとに質と徹底
性の点で多くの場合異なっており、これが、チャンバ内で行われるプロセスに影響を与え
る恐れがある。
【０００４】
チャンバは、プラズマあるいはマイクロ波によって励起される洗浄ガスがチャンバ内に供
給される、乾式洗浄プロセスによって洗浄することもできる。しかし、洗浄ガスは、たと
えば、比較的厚い、あるいは、洗浄が難しい化学的組成を有するある種の形式の残留堆積
物の洗浄が遅い恐れがある。１つの例として、ＣＶＤ堆積チャンバにおいて、厚い残留堆
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積物が、ガス取り入れ口ノズルの近くのチャンバの領域に形成されることがある。相対的
に長いチャンバ・クリーニング停止時間、チャンバの他の部分における露出されたチャン
バ表面の侵食、あるいは、高度に腐食性のガス薬品の使用を避けて、厚い残留堆積物を除
去することはさらに困難である。
【０００５】
したがって、基板プロセス・チャンバ内のガスの処理効率、たとえば、洗浄ガスの洗浄効
率を増加することが望ましい。多様な厚さ、あるいは不均一な化学的組成を有する残留物
を、その下層にあるチャンバ表面を侵食せずに、均一に除去することがさらに望ましい。
【０００６】
【概要】
本発明は、チャンバ内の基板の処理、たとえば、チャンバの洗浄に有用な装置および方法
を提供する。
【０００７】
本発明による１つの態様は、基板を処理するためにチャンバの中にプロセスガスを供給す
るように適合された第１のガス分配器と、チャンバを洗浄するためにチャンバの中に洗浄
ガスを供給するように適合された第２のガス分配器と、チャンバからプロセスガスと洗浄
ガスを排出するための排気管を有する基板プロセス・チャンバを含む。
【０００８】
別の態様において、基板プロセス・チャンバは、基板を処理するためにチャンバの中にプ
ロセスガスを供給するための第１の手段と、チャンバを洗浄するためにチャンバの中に洗
浄ガスを供給するための第２の手段と、チャンバからプロセスガスおよび洗浄ガスを排気
するための排気管を有する。
【０００９】
さらに別の態様において、基板製造方法は、（i）基板をプロセスゾーンに設置すること
と、（ii）前記基板を処理するために、前記プロセスゾーンの第１の領域にプロセスガス
を供給することと、（iii）前記プロセスガスを排気することと、（iv）前記基板を除去
することと、（v）任意選択でステップ（i）から（iv）を繰り返すこと、により１つまた
は複数の基板を処理することと、前記プロセスゾーン内の表面を洗浄するために、前記プ
ロセスゾーンの第２の領域に洗浄ガスを供給すること、を含む。
【００１０】
さらに別の態様において、本発明は基板の上に材料を堆積することが可能な装置を含み、
この装置は、基板を支持するための支持体、前記堆積チャンバに堆積ガスを供給するため
の第１のガス分配器、前記基板の上に材料を堆積するために前記堆積ガスからプラズマを
形成するためのプラズマジェネレータ、および前記堆積チャンバからの堆積ガスを排出す
るための排気管を有する堆積チャンバと、洗浄ガスを付勢するように適合された遠隔チャ
ンバと、前記堆積チャンバに前記遠隔チャンバを接続する第２のガス分配器であって、前
記第２のガス分配器は、前記堆積チャンバの領域へ、あるいは前記堆積チャンバの中の表
面の全体に亘って、前記付勢された洗浄ガスの流れを導くように適合された前記堆積チャ
ンバに前記遠隔チャンバを接続する第２のガス分配器を有する。
【００１１】
さらに他の態様において、基板処理装置は、基板を支持するための支持体、前記チャンバ
にプロセスガスを供給するための第１のガス分配器、前記基板の上に材料を堆積するため
に前記プロセスガスからプラズマを形成するためのプラズマジェネレータ、および前記チ
ャンバからのプロセスガスを排出するための排気管を有するチャンバと、洗浄ガスを付勢
するように適合された遠隔チャンバと、前記排気管から離れた位置に前記付勢された洗浄
ガスを導入するための、前記チャンバに前記遠隔チャンバを接続する第２のガス分配器を
有する。
【００１２】
他の態様において、基板処理方法は、（i）基板をプロセスゾーンに設置することと、（i
i）前記基板を処理するために、前記プロセスゾーンの中にプロセスガスを供給すること
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と、（iii）排気ゾーンを介して前記プロセスガスを排気することと、（iv）前記プロセ
スゾーンから前記基板を除去することと、（v）任意選択でステップ（i）から（iv）を繰
り返すこと、により１つまたは複数の基板を処理することと、前記排気ゾーンから離れた
位置で前記プロセスゾーンに洗浄ガスを導入することを含む。
【００１３】
他の態様において、本発明は基板プロセス・チャンバ内にガスを分配することができるガ
ス分配器を含み、前記ガス分配器は前記チャンバの表面の全体に亘ってガスを優先的に導
くように適合された１つまたは複数のガス排気口を有する。
【００１４】
【説明】
本発明による装置２０は、たとえば半導体ウェーハあるいはフラット・パネル表示装置の
ような、基板２５を処理するのに適している。装置２０の代表的な実施例は、図１ａに概
略を示すように、基板２５の処理のためのプロセスゾーン３５を定めるプロセス・チャン
バ３０を有する。基板２５は、プロセスゾーン３５の中の支持体４０の上に通常保持され
ている、支持体４０は、基板２５を静電的に保持するためにチャージ可能な静電チャック
４２を有してもよい。チャンバ３０は、側壁４５、底部壁５０、および基板２５に対向し
ている天井５５を有する。チャンバ３０は、金属、セラミックス、ガラス、ポリマーおよ
び複合材を含む多種多様な材料のいずれかで作製することができる。たとえば、チャンバ
３０を作製するために通常使用される金属は、アルミニウム、陽極処理アルミニウム、「
ヘインズ２４２」、「Ａｌ－６０６１」、「ＳＳ３０４」、「ＳＳ３１６」およびインコ
ネルを含む。望ましいバージョンの作製には、この中で陽極処理アルミニウムが使用され
た。天井５５は、平坦な、長方形の、アーチ形の、円錐形の、ドームあるいは、図１ａに
示すような複数の半径を持つ（multiradius）アーチ形の形状を有する。本明細書に示す
装置２０の特定の実施例は、基板２５の上の能動および受動電子デバイスの処理に適して
おり、本発明を例示するためのみに用意されており、本発明の範囲を制限するために使用
されるべきではない。
【００１５】
プロセス・チャンバ３０は、たとえば、多結晶シリコン、シリコン窒化物、二酸化珪素ま
たは金属ケイ化物のようなシリコンを含有する材料を堆積するために、あるいは、アルミ
ニウムまたは銅のような金属を含有する材料を堆積するために、あるいは、基板２５に任
意の他の材料を堆積するために、基板２５の上に材料を堆積するための堆積チャンバとし
て使用することが可能である。第１のガス供給源７０からチャンバ３０内の第１のガス分
配器６５へプロセスガスのようなガスを運ぶことができるガス供給管８２の、１つまたは
複数のガスフロー・メーター８０を作動させるガスフロー制御装置７５を有する第１のガ
ス送出装置６０により、たとえば堆積ガスを含むプロセスガスがチャンバ３０に導入され
る。第１のガス分配器６５は、ガス排気口８５を有する。ガス排気口８５は、基板２５の
周辺に（図１ａに示すように）、あるいはチャンバ３０の天井５５の近くに（図３に示す
ように）配置してもよい。チャンバ３０内に導入されたプロセスガスは、排気経路（exha
ust conduit）９５、排気管（exhaust line）１００、絞り弁１０５、およびポンプ、な
らびに、粗びきおよびターボ分子ポンプを含むこともできるスクラバ装置１０８を有する
排気装置９０により排気される。排気経路９５は、チャンバ３０内に設けられたガスを排
気するためのガスを受け入れるポートあるいはチャネルであり、基板２５の周囲に通常配
置されている。排気管１００は排気経路９５をポンプおよびスクラバ装置１０８に接続し
、チャンバ３０内のガスの圧力を制御するために、排気管１００内の絞り弁１０５を使用
することができる。
【００１６】
チャンバ３０のプロセスゾーン３５へ電磁エネルギーを結合するプラズマジェネレータ１
１０によって、チャンバ３０に導入されたプロセスガスからプラズマが形成される。適切
なプラズマジェネレータ１１０は、チャンバ３０の天井５５を覆っている１つまたは複数
のインダクタ・コイルを有するインダクタ・アンテナ１１５を有する。１つのバージョン
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において、コイルはチャンバ３０の中心軸の周りに円形の対称とすることができ、プラズ
マの中に充分な電磁誘導性の磁束を供給するために、コイルの配置と数は、電流とアンテ
ナの巻数（ｄ／ｄｔ）（Ｎ・Ｉ）の所望の積を、天井５５の付近に供給するように選択さ
れる。このバージョンにおいては、天井５５は、高周波エネルギーのような電磁エネルギ
ーに対して浸透性の誘電材料、たとえば、シリコンあるいは二酸化珪素で作ることができ
る。
【００１７】
本発明による基板２５の処理において、基板２５はチャンバ３０内に搬送され、支持体４
０の上に置かれる。堆積ガスのようなプロセスガスは、基板を処理するために、第１のガ
ス分配器６５を介して基板２５の周囲の付近から、チャンバ３０に導入することができる
。基板２５の上に材料を堆積するために、プラズマジェネレータ１１０を付勢することに
より、プロセスガス７０からプラズマを作ることができる。たとえば、ＳｉＨ4、ＳｉＣ
ｌＨ2、ＣＯ2、Ｈ2、Ｎ2Ｏ、Ｓｉ（ＯＣ2Ｈ5）4、ＮＨ3およびＮ2の１つまたは複数を含
むプロセスガスを使用して化学気相堆積（ＣＶＤ）により、たとえばＳｉＯ2あるいはＳ
ｉ3Ｎ4のような絶縁物あるいは誘電材料を形成することができる。あるいは、元素の金属
、金属化合物（metal compound）あるいは金属合金（metal alloy）を含んでもよい金属
を含有する材料も、堆積チャンバ内で形成することができる。たとえば、タングステンを
含有する材料は、ＷＦ6、Ｈ2およびＳｉＨ4の１つまたは複数を含むプロセスガスを使用
して堆積することができ、モリブデンを含有する材料は、たとえばＭｏＣｌ5およびＨ2を
含むプロセスガスを使用して形成することができ、アルミニウムを含有する材料は、たと
えばＡｒあるいはＨ2あるいはその両方と混合したＡｌＣｌ3あるいはＡｌ（ＣＨ3）3を使
用して形成することができる。その後は、基板２５は除去され、他の基板２５を処理のた
めにチャンバに供給することができる。　オプションとして、図１ｂおよび図１ｃに示す
ように、装置２０は、洗浄ガス供給源１２５から洗浄ガスを供給される石英チューブのよ
うな遠隔チャンバ１２０を有する遠隔プラズマ源１７６をさらに有することも可能である
。遠隔チャンバ１２０は、プロセス・チャンバ３０の上流にあり、遠隔ゾーン１３０を有
する。遠隔ゾーン１３０の中では、マイクロ波あるいは高周波エネルギーのような電磁エ
ネルギーを洗浄ガスに結合するガス・エナジャイザ(energizer)１７５を使用して、洗浄
ガスを付勢することができる。１つの実施例においては、図１ｂに概略を示すように、ガ
ス・エナジャイザ１７５は、マイクロ波ジェネレータ１８５により生成され、マイクロ波
同調組立体１９０により同調されたマイクロ波を送信するマイクロ波導波管１８０を有す
る。
【００１８】
遠隔チャンバ１２０に供給される洗浄ガスは、たとえば、ＮＦ3、Ｃ2Ｆ6、Ｃ3Ｆ8、ＣＦ4

およびＳＦ5の１つまたは複数のような弗素を含有するガスを含むことができる。電磁エ
ネルギーが洗浄ガスに印加されると、洗浄ガスは分離することができ、チャンバ３０内の
表面に堆積されたプロセス残留物を洗浄する核種を形成する。たとえば、Ｃｌ2のような
塩素を含有するガスは、電磁エネルギーを印加されると分離することができ、原子の塩素
を形成し、また、Ｆ2のような弗素を含有するガスは分離して、原子の弗素を形成する。
分離した、あるいはイオン化した核種は、１つまたは複数の基板２５がチャンバ３０で処
理された時に、プロセス・チャンバ３０内の表面上に形成されたプロセス残留物を除去す
る。
【００１９】
マイクロ波の使用の代わりに、あるいはマイクロ波の使用に加えて、高周波エネルギーに
よって洗浄ガスを活性化することもできる。高周波エネルギーは、電磁誘導結合あるいは
容量結合によって洗浄ガスに印加することができる。たとえば、図１ｃに示すように、適
切な高周波ガス・エナジャイザ１７５は、チャンバ１２０内に容量的に結合された電界を
供給するために、遠隔チャンバ１２０の中に配置された一対の電極１５０ａ、ｂを有する
。他の例として、図１ｄに示すように、高周波ガス・エナジャイザ１７５は、遠隔チャン
バ１２０の回りに巻き付けられたコイルを有するインダクタ・アンテナ１６０を有するこ
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ともある。高周波ガス・エナジャイザ１７５は、適切な高周波エネルギー源１６５により
駆動される。
【００２０】
オプションとして、遠隔チャンバ１２０は、プロセス・チャンバ３０から比較的近い距離
の上流に配置されている。このバージョンは、チャンバ３０の洗浄のために、洗浄ガスが
高い濃度の分離された核種をプロセス・チャンバに供給することを可能にすることができ
る。通常、分離された核種の一部は、遠隔チャンバ１２０からプロセス・チャンバ３０ま
での行程の間に再結合する恐れがあるが、上流の短い距離がこのような再結合効果を減少
させることができる。したがって、本発明による１つのバージョンにおいて、遠隔チャン
バ１２０は、チャンバ３０の上流の約５０センチメートル未満の距離に配置されるか、あ
るいは、上流の約２０センチメートル未満の距離にさえも配置されることがでる。上流か
らの距離は、洗浄ガスの組成、遠隔チャンバ１２０内のガス・エナジャイザ１７５に印加
されるエネルギー、およびチャンバ３０から除去されるプロセス残留物の性質により決定
される。したがって、異なるチャンバ構成、ガスの組成、あるいはプロセス残留物の組成
に対して、他の距離がより適切なこともある。
【００２１】
第２のガス送出装置２００は、チャンバ３０を洗浄するために、遠隔チャンバ１２０で付
勢された洗浄ガスを、プロセス・チャンバ３０に送出する。１つのバージョンにおいて、
図１ｂおよび図１ｃに示すように、第２のガス送出装置２００は、遠隔チャンバ１２０を
プロセス・チャンバ３０に接続する導管１７０を有し、任意選択で、導管１７０を通過す
る洗浄ガスの流れを制御するために、１つまたは複数のガスフロー・メーター２０５、２
２０を有する。洗浄ガスを付勢する間に形成される恐れのある微粒子物質を除去するため
に、フィルタ１９５は導管１７０の中に配置してもよい。１つの実施例においては、フィ
ルタ１９５は多孔質のセラミック材料で作られるが、たとえば、デュポン社のテフロン（
商標名）、ポリイミド、非活性化された炭素あるいは硫黄のような他の材料も使用するこ
とができる。
【００２２】
第２のガス送出装置２００は、図１ａに示すように、遠隔チャンバ１２０内で付勢された
洗浄ガスを受け入れるための吸気口２１８、および付勢された洗浄ガスをプロセス・チャ
ンバ３０の中に分配するための１つまたは複数の排気口２４７ａ、ｂを有する第２のガス
分配器２１５をさらに有する。１つのバージョンにおいて、洗浄ガス分配器２１５は、チ
ャンバ３０の１つまたは複数の領域に、あるいはチャンバ３０の表面全体に亘って、洗浄
ガスの流れを導く。チャンバ領域は、たとえば、高い濃度あるいは厚い堆積のプロセス残
留物を通常有し、あるいは、たとえばプロセス残留物が剥離し基板２５を汚染する恐れが
あるので、後続のウェーハ処理ステップに対してプロセス残留物の過度の蓄積が有害であ
る場合には、プロセス残留物の洗浄がより困難である。チャンバ表面は、たとえば、チャ
ンバ壁４５、５０の１つの表面、あるいは天井５５、あるいは、たとえば、支持体４０の
表面のようなチャンバ３０内の構成要素の表面を含んでもよい。チャンバ３０の中で１枚
の基板２５あるいは１バッチの基板２５が処理された後に、堆積プロセスの間にチャンバ
の表面に形成された恐れのあるプロセス残留物を洗浄するために、洗浄ガスがチャンバ３
０の中に流される。洗浄ガスは遠隔チャンバ１２０の中に導入され、たとえば、ガスを分
離することにより洗浄ガスを付勢するために、ガス・エナジャイザ１７５が付勢される。
付勢された洗浄ガスは、次に、予め定められた領域の中に、あるいはチャンバ３０の予め
選択された表面に対して、他の領域および表面においてはチャンバ３０の侵食を極小化す
る一方で、これらの領域あるいは表面において効率的にプロセス残留物を洗浄するために
、洗浄ガス分配器２１５によって導かれる。
【００２３】
たとえば、図１ａに示すように、洗浄ガス分配器２１５は、基板２５に対向するチャンバ
の表面、たとえばチャンバ３０の天井５５の全体に亘って、洗浄ガスの流れを優先的に導
くことも可能である。導かれた洗浄ガスは、天井５５の上に形成されたプロセス残留物を
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洗浄するために、天井５５を通過して流れる。堆積プロセスにおいて、天井がプロセスガ
ス・ノズル８５に近い場合には、あるいは、チャンバの幾何学的形状、ガスの組成、ある
いはプラズマ・シース特性のような他のプロセス特性が残留物の原因となっている場合に
は、化学的あるいは物理気相堆積核種を有するプロセス残留物は天井５５の上に形成され
る恐れがあり、天井５５の上に容易に形成される。結果として、天井５５は、チャンバ３
０の他の表面における以上の、より高い濃度、より大きい厚さ、あるいは、より除去困難
なプロセス残留物の組成を発達させる恐れがある。洗浄ガスは、天井５５を優先的に洗浄
するために、天井５５の全体に亘って拡散し、これが、より薄い、あるいは洗浄がより困
難な可能性のあるプロセス堆積物の下層にある他のチャンバ表面の侵食を減少させる。
【００２４】
１つのバージョンにおいて、第２のガス分配器２１５は、チャンバ３０の予め定めた表面
の全体に亘って、優先的に洗浄ガスを拡散するように適合された表面トポグラフィーを有
する。たとえば、図１ａに示すバージョンにおいて、第２のガス分配器２１５は、チャン
バ３０のくぼんだ部分２６３に適合するように所定の大きさに作られた管状のポスト２５
９を有するＴ字形の部材２５２、およびくぼんだ部分２６３の外側の管状のポスト２５９
から延びているバッフル２４８を有する。管状のポスト２５９は、溶接、あるいは接着剤
によりバッフル２４８に接合することができ、あるいは２つが単一のユニットであっても
よい。管状のポスト２５９は、洗浄ガスがその中を通過してチャンバ３０に流れることが
できる１つまたは複数の導管２５０ａ、ｂを有するか、あるいは、画定することができる
。付勢された洗浄ガスは、ガス取り入れ口２１８からＴ字形の部材２５２に入り、ガス導
管２５０ａ、ｂを通って、チャンバ３０の天井５５付近の上部領域に終端している１つま
たは複数のガス排気口２４７ａ、ｂへ移動する。
【００２５】
第２のガス分配器２１５のバッフル２４８は、チャンバ３０の上部領域２６９内のチャン
バ３０の天井５５の全体に亘って、プロセス残留物の洗浄を必要とするプロセス・チャン
バ３０の予め選択した領域へ、たとえば、プロセス残留物が厚い、あるいは化学的に硬い
、あるいはチャンバの構成部分に特に損害を与える領域へ、洗浄ガスを優先的に導くよう
に適合された表面２５１を有する。たとえば、排気口２４７ａから流れ出る洗浄ガスが、
矢印２６７により示すように、バッフルの表面２５１によって天井５５の表面の全体に亘
って導かれるように、バッフル２４８は配置してもよい。バッフル表面２５１は、たとえ
ば、ほぼ平坦な、隆起した、凹面、あるいは凸面の形状のトポグラフィーとすることがで
きる。図に示すバージョンにおいて、バッフル２４８は、チャンバの軸に沿って整列して
いる中心軸を有する円板形のプラテンを有する。バッフルは、上部バッフル表面２５１が
基板２５に平行するように、管状のポスト２５９から外側に表面５５に沿って水平に延び
るプラテンを有することもできる。あるいは、上部表面２５１と基板２５の間の角度は、
９０度を超えるように、あるいは９０度未満であるように、設定することが可能である。
上部表面２５１からのガスの偏向が、ガスを予め選択した領域あるいは表面に導くように
、この角度は選択されるべきである。さらに、バッフル２４８の半径、および管状のポス
ト２４９がチャンバ３０の中に延びる距離は、ガスが予め選択された領域あるいは表面に
導かれるように、選択することができる。たとえば、プロセス・チャンバの下部領域２７
１を洗浄するためには、チャンバ３０の中にさらに延びている大きい半径と長い管状のポ
ストを有するバッフル２４８を有するガス分配器２１５が、望ましい場合もある。
【００２６】
図１ａに示すバージョンにおいて、洗浄ガスは２又分岐した経路に沿ってチャンバ３０に
導入され、ガスの１部は導管２５０ｂを通過した後に上部チャンバ領域２６９に入り、ガ
ス排気口２４７ｂから抜け出る、またガスの他の１部は導管２５０ａを通過してガス排気
口２４７ａから抜け出し、バッフル２４８によってチャンバ天井５５の表面に沿って導か
れる。導管２５０ｂは管状のポスト２５９の中にある。導管２５０ａの内壁は管状のポス
ト２４９の外部表面により形成されており、一方、導管２５０ａの外壁はくぼんだ部分２
６３の壁により形成されている。
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【００２７】
図２ａおよび図２ｂは、チャンバ３０の領域内に、あるいはチャンバ３０内の表面の全体
に亘って、優先的に洗浄ガスを拡散させるように同様に適合されたガス分配器２１５のさ
らに別のバージョンを示す。このバージョンにおいては、第２のガス分配器２１５は、１
つまたは複数のガス排気口２４７を隆起部２４５の間に有する。予め選択されたチャンバ
の表面を通過した洗浄ガスの新鮮な流れを表面２５１が導くように、隆起部２４５は形状
および大きさが定められ、ガス排気口２４７は隆起部の間に配置されている。１つのバー
ジョンにおいて、隆起部２４５は、ガス分配器２１５の中心から始まり、ガス分配器２１
５の表面を横切って延びるにつれて半径方向に外側に曲がっているアーチ形の先端２７１
を有するらせん状のパターンで配置されている。隆起部２４５流れのこの配置は、洗浄ガ
スを半径方向に外向きのパターンで流す。ガス排気口２４７は、チャンバ表面を通過する
らせん状の形状の流れの経路に沿って洗浄ガスを導くように、隆起部２４５により定めら
れる凹形の表面２５１の頂点に設置することもできる。このバージョンにおいては、洗浄
ガス７０は、天井５５の表面に入射し天井５５の表面に沿って循環するように、隆起部２
４５の間の凹形の表面２５１に沿って上方向に流れる。
【００２８】
他の実施例においては、表面５５の上に堆積したプロセス残留物と洗浄ガスとの反応を促
進するために十分に高い温度に、直接的あるいは間接的に、加熱されたチャンバ３０の表
面５５の全体に亘って洗浄ガスは導かれる。このバージョンにおいては、たとえば、チャ
ンバ３０で生成されたプラズマが、チャンバ３０内の一定の表面を加熱させることができ
る。表面５５が到達する温度は、表面５５に隣接するプラズマの温度、あるいは表面５５
に隣接するヒータに印加される電力、すなわちランプ（図示せず）のような表面に向かう
熱（directing heat on the surface）に依存し、摂氏約２００度を超えることがある。
洗浄ガスを熱い表面の全面に亘って通過させることは、新鮮な洗浄ガスと表面の上の加熱
されたプロセス残留物との反応を促進し、その結果プロセス残留物を容易に除去する。
【００２９】
オプションとして、排ガスがチャンバ３０から排出される前に、チャンバ表面の全体に亘
って洗浄ガスの流路をさらに延ばすように、ガス分配器２１５を排気経路９５から遠いチ
ャンバ３０内の位置に配置することもできる。１つのバージョンにおいて、洗浄ガスがチ
ャンバ３０から排気される前に十分な距離を移動するように、排気経路９５から少なくと
も１０センチメートル離れた位置で洗浄ガスがチャンバ３０に導入されるように、ガス分
配器２１５のガス排気口２４７は配置される。洗浄ガスの早すぎる排出は、チャンバの表
面に形成されたプロセス残留物の不均一な洗浄を招く恐れがある。さらに、排気管９０は
洗浄ガス分配器２１５から遠く離れているので、チャンバ３０のより大きい表面積が、長
い間洗浄ガスに露出される。これは洗浄ガスがチャンバ３０を通過して拡散することを可
能にし、洗浄ガスが排気される前にチャンバ表面を洗浄することを可能にする。
【００３０】
さらに他のバージョンにおいて、図３に示すように、第１および第２のガス分配器６５、
２１５は、第１のガス排気口８５を介してチャンバ３０にプロセスガスを送出し、第２の
ガス排気口２４７を介してチャンバ３０に洗浄ガスを送出する、単一の構造に結合されて
いる。プロセスガス排気口８５と洗浄ガス排気口２４７の両方を、チャンバ３０内で互い
に近くに配置することが望ましい場合に、このバージョンは有利である。たとえば、プロ
セスガスと洗浄ガスの両方を基板２５の上方から導入することが望ましい場合である。
【００３１】
本発明による典型的なプロセスにおいて、ＳｉＯ2のような材料は、本発明による装置２
０の中で、シリコンウェーハを含む基板２５の上に堆積することができる。堆積ガスは、
たとえば、基板２５を収容している堆積プロセスゾーン３５に導入されるＳｉＨ4のよう
なガスである。プラズマは、基板２５の上にＳｉＯ2材料を堆積するために、堆積ガス７
０から形成される。次に堆積ガスが、チャンバ３０から排気ゾーンを介して排出される。
次に基板２５が、チャンバ３O から除去される。オプションとして、１バッチの基板を処
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理するために、これらのステップを他の基板を使用して繰り返すことができる。その後に
、付勢された洗浄ガスが、プロセスゾーン３５内の表面、すなわち、たとえば天井５５の
全体に亘って、その上のプロセス残留物を除去するために、優先的に導入される。洗浄ガ
スは、たとえば、ＮＦ3、Ｃ3Ｆ8、Ｃ2Ｆ6、ＣＦ4、およびＳＦ6を含み、約３０００ワッ
トの電力レベルでマイクロ波ジェネレータを駆動することにより、洗浄ガスを付勢するこ
とができる。
【００３２】
本発明による装置およびプロセスは、たとえば、付勢された洗浄ガスとチャンバ３０の中
に形成されたプロセス残留物の間の反応効率を最大にすることができるので、有利である
。厚い、あるいは化学的に硬いプロセス残留物、特に、ＣＶＤプロセスのような堆積プロ
セスで形成された残留物は、効率的に除去することができる。特に、オペレータにより実
行される従来技術による洗浄プロセスは、チャンバの表面上に形成されたプロセス残留物
を均一に洗浄することに多くの場合失敗し、累積されたプロセス残留物は剥離し、基板２
５を汚染するであろう。しかし、累積されたプロセス残留物を洗浄することにより、基板
２５からの歩留りは大幅に改善することが可能である。さらに、チャンバの予め定められ
た領域に付勢された洗浄ガスを印加すると、－より厚いプロセス残留物を除去するために
、より腐食性のガス、あるいはより高いガス付勢電力レベルが使用される従来の洗浄プロ
セスと比較して、－他のチャンバ表面、たとえば、薄いプロセス残留物の下層にある表面
、あるいは、プロセス残留物の堆積がない表面に生じる腐食性の損傷を減少させることが
できる。チャンバ３０あるいはその構成要素をしばしば置換する必要を減少させることに
より、チャンバ３０を運用するコストを、さらに大幅に減少させることが可能である。
【００３３】
本発明によるいくつかの望ましいバージョンを参照して本発明を説明したが、他のバージ
ョンも可能である。当業者には明白であるように、たとえば、装置２０、あるいは本発明
による洗浄プロセスは、他の基板２５の上に異なる材料を形成するために、あるいは、他
の応用のためにチャンバを処理するために使用することができる。たとえば、本プロセス
は、スパッタリング・チャンバ、イオン注入チャンバ、有機あるいは高分子の残留物を有
するエッチング・チャンバ、あるいは他の堆積チャンバ、あるいは他の形式の洗浄プロセ
スとの組み合わせで応用されるチャンバ、を処理するために応用することができる。した
がって、添付した特許請求の範囲の技術思想および範囲は、本明細書に含まれる望ましい
バージョンの記述に限定されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
本発明によるこれらのおよび他の特徴、態様、および利点は、本発明による典型的な特徴
を例示する以下の図面、説明および添付した特許請求の範囲からより良く理解されよう。
しかし、各特徴は特定の図面との関係のみでなく一般的に本発明において使用でき、また
本発明はこれらの特徴の任意の組み合わせを含むことが、理解されるべきである。
【図１ａ】本発明による装置の実施例の概概略断面図である。
【図１ｂ】遠隔プラズマ源の実施例の概概略断面図である。
【図１ｃ】遠隔プラズマ源の別の実施例の概概略断面図である。
【図１ｄ】遠隔プラズマ源の別の実施例の概概略断面図である。
【図２ａ】本発明によるガス分配器の別の実施例の斜視図である。
【図２ｂ】図２ａに示すガス分配器の平面図である。
【図３】本発明による装置の別の実施例の概略部分断面図である。
【符号の説明】
２０　　装置
２５　　基板
３０　　チャンバ
７０　　ガス供給源
７５　　ガスフロー制御装置
１０８　スクラバ装置
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１１０　プラズマジェネレータ
１７６　遠隔プラズマ源

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図２ａ】 【図２ｂ】
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